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 المستخلص

 

 ،عدم السمية ،الشفافية ،الموجبةنتيجة لطبيعته القطبية دة في العديد من التطبيقات أكسيد النحاس الأحادي مادة واع

المحلذو  السذا ل طريقذة مثل هذاا الأكسذيد  إمكانية تحضير ن فإ ،علاوة على ذلك. الوفرة وانخفاض تكلفة التصنيع

فذي  .القا لذة للطباعذة المرنذة الأجهزة الالكترونيذة الشذفافة عند درجة حرارة منخفضة يجعله مرشحاً مثالياً لتطوير

 استخدام ثلاث محاليل مختلفة عند درجة تسخين الرقيقة  CuxOأغشية أكسيد النحاس  تحضيرقمنا   ه الدراسة،ها

 (شذبه موصذل -عذال  -معذدن) MOSمكثفذات  كذوينثم اسذتخدمنا تلذك الأغشذية لت. (درجة مئوية ۰۲۲) منخفضة

 واسذذطة طلذذ   Cu2O لمذذادة  تذذم تحضذذير أو  محلذذو . موجبذذة القطبيذذة شذذفافة الضذذرورية لتصذذميم ترانزسذذتورات

 كمذاي  ومثبذ لذاان يعمذلان ال Ethanolamineو   Methoxyethanol-2كذلاً مذن طذلات النحذاس الثنذا ي مذع

ثم أضيف الجلسرين إلذى الخلذي   معذدلات حجميذة مختلفذة كعامذل مسذاعد رنقذا  درجذة . ، على التواليللمحلو 

 واسطة إذا ة نترات النحاس الثنذا ي فذي  CuO  محلو قمنا  تحضير ،الكيمياء الخضراء ،  استخدامثانياً . التسخين

 سذذيطة وغيذذر  ، طريقذذة طضذذراء Cu2Oأغشذذية  كذذوينت قمنذذا  محاولذذةأطيذذراً و. مذذاء منذذزوي الأيونذذات وجلسذذرين

سذتكما   نذاء وحيذ  أن ا.  واسذطة طلذ   ذودرة النحذاس مذع مسذتخلق أوراا السذبان  للمذرة الأولذىوذلك مألوفة 

كعذال  ذو ثا ذ    Y2O3اطتيذار لذاا فقذد قمنذا   ،(إلى مذادة عاللذة ذات ثا ذ  عذز  جيذد يحتاج  MOSمكثفات 

نتاجذذه  واسذذطة الكيميذذاء الخضذذراء مذذن جهذذة إلكهر يذذة الجيذذدة مذذن جهذذة وإمكانيذذه عذز  مرتفذذع نتيجذذة لخصا صذذه ا



ركذذا ز علذذى  تذذم ترسذذيبها Y2O3وأغشذذية العذذال   CuxOأغشذذية شذذبه الموصذذل  الرقيقذذة، جميذذع الأغشذذية. أطذذر 

Pسيليكون من نوي 
+ 

  اسذتخدامثلاثة منهم  MOSس  مكثفات  تم  ناء .MOSمن مكثفات  متنوعة عيناتلتشكيل 

Y2O3 اسذذتخدامقيذذة بوال  SiO2 . جميذذع مكثفذذاتMOS  السذذعة الكليذذة للذذ . الموجذذ أظهذذرت قطبيذذة مذذن النذذوي 

MOS عند النطاا المسطح)MOS,FBC)  سم/نانوفاراد75,95أظهرت قيمة عالية
۰
عندما اسذتخدمنا محلذو  طذلات  

حوامذل  كيذزاأعطذ  قذيم أعلذى لتر SiO2مذع عذال   MOSمكثفذات   شكل عام. كعال  SiO2النحاس الثنا ي مع 

0۲ × ۰2,6أقل قيمة للتيار المتسرب حذوالي . 3O2Yمن تلك التي مع  a(N( الشحنة الموجبة
-2

سذم/امبيذر
۰
عنذدما  

 ينمذذا أصذذهر جهذذد تبذذا    .طذذلات النحذذاس الثنذا يو  Y2O3مذذع  MOSفولذذ  لذذوح  فذي مكثذذف 0-يسذاوي الجهذذد 

 .SiO2مع مستخلق أوراا السبان  و MOSملي فول  لوح  في مكثف ۰۲حوالي 
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ABSTRACT 

 

Copper oxide in Cu2O phase is a potentially promising material for many applications 

due to its unique intrinsic p-type polarity, transparency, non-toxic, abundance, and 

low manufacture cost. Moreover, the fact that such oxide could be prepared at low 

temperature with solution process makes it a perfect candidate for development of 

flexible, printable and transparent electronic devices. In this work, we prepared CuxO 

thin films using three different solution precursors at low annealing temperature of 

200
o
C. We, then, used those films to fabricate Metal Oxide Semiconductor (MOS) 

capacitors which are essential for designing transparent p-type thin-film transistors. 

The first Cu2O solution was prepared by mixing Cu(II) acetate with 2-

Methoxyethanol and Ethanolamine that serve as solvent and stabilizer, respectively. 

Glycerol was, then, added to the mixture with different volume ratios as a helping 

agent to reduce the annealing temperature. Applying the green chemistry, we, 

secondly, prepared CuO solution by dissolved Cu(II) nitrate in deionized water and 



glycerol. Finally, we tried a novel and simple green synthesis of Cu2O thin films by 

mixing the copper powder with spinach leaves extract for the first time. To complete 

the building of the MOS capacitors we need to prepare a good high-dielectric 

material. Y2O3 as a high-dielectric was selected due to its good electrical properties, 

on one hand, and the ability of producing it by green chemistry, on the other. All 

films, the semiconductor films CuxO and dielectric films Y2O3, were then spun on P
+
 

Si substrates to form various MOS structures. We build six MOS capacitors three of 

them with Y2O3 and the others with SiO2. All fabricated MOS capacitors exhibited P-

type polarity. The total MOS capacitance at flat band (CMOS,FB) showed a high value 

of  59.57nF/cm
2 

when we used the Cu(II) acetate solution with SiO2 as dielectric. In 

general MOS capacitors with SiO2 dielectric gave higher values of the acceptor 

doping concentrations (Na) than those with Y2O3. The lowest value of leakage current 

about 6.24×10
-4

A/cm
2
 at V = -1V was observed in MOS capacitor with Y2O3 and 

Cu(II) acetate, while the smallest hysteresis voltage around 20mV was noticed in 

MOS capacitor with spinach leaves extract and SiO2.  

 

 

 


